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１．概要： GaN、InN 等の窒化物半導体の有機金属化学的気相堆積（MOCVD）成長での N 源としては、
アンモニア(NH3)以外には適当な材料が存在しないことから、NH3 が広く使用されている。しかしながら、
NH3は比較的安定な物質で熱分解率が低いという問題があり、特に、InN（成長温度約 600℃）では低熱
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